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はじめに 
太陽光発電システムの発電量が短期間で大幅

に 低 下 す る Potential Induced Degradation 
(PID)[1]は、カバーガラス中の Na だけでなく

Si 表面汚染に起因する Na によっても促進され

ることが明らかにされている [2]。前回、ペー

スト中の添加物によると思われる表面汚染が

PID に与える影響について報告した[3]。今回は、

フィンガー電極・バスバー電極による影響の違

いやペースト中の元素による違い、さらには

PID の進行とその起源について検証した。 
 
実験方法 
添加物の組成が異なる 5 種類の Ag 電極のペー

ストを使用して p 型単結晶シリコンセルを作

製した。TABLE 1 に示す計 10 種類のセルをモ

ジュール化して PID 試験を行った。PID 試験は、

ガラス表面に導電性フィルムと Al 板を貼り合

わせ、Al 板から Si セルに対し、-2000 V の電

圧を印加した。試験時の温度は 85℃、相対湿

度は 2%以下とした。PID 試験後、I-V 特性な

らびに EL 特性を評価した。 

 

結果と考察 

セル B-E と F-I の劣化度を比較すると、バスバ

ー電極よりもフィンガー電極の影響が支配的

であることが分かった。これは、添加物の量が

たとえ少量であったとしても、セル表面全体に

添加物が飛散している場合の方が PID が起こ

りやすいことを示唆している。次に、フィンガ

ー電極の添加物が異なるセルにおける PID の

規格化最大出力を Fig. 1 に示す。PID 発生か

ら短時間の劣化の原因は、ガラス中の Na より

もセル表面汚染の方が支配的であり、時間が経

つにつれてガラス中の Na が支配的になること

が分かった。また、Na以外の添加物を含むA, B, 

D, F, H, J でも PID が発生したことから Na の

みが影響しているわけではなく B や Li でも

PID が起こることが分かった。これらのことか

ら、PID 発生の初期劣化には表面汚染が大きく

関わっていることと電極用ペーストの組成で

PID 耐性が大きく変わることが明らかとなっ

た。 

 
Fig. 1. Normalized Pmax after PID test for 2 h and 4 h. The 
upper and the lower subfigures show the results for 
standard module with glass and for the module without 
glass, respectively. 
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